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K. Széchényi - 15 1.

El presénte invento se refiere a un conmuta-
dor electrénico.
La utilizacidén de conmutadores electrdnicos

implica la dificultad de que, debido a las propiedades fiéir

cas de los dispositivos semiconductores utilizados, por ejemplo,

iransistores C-MOS, los cambios causados capacitiva o inducti-
vamente en el potencial de entrada pueden provocar un compor-
tamiento de conmutacibdn anormal del conmutador. Esto es par-
tiéuiarmente indeseable si se realizan varios conmutadores
utilizando la tecnologia de los circaitos integrados porgue,
ademés pueden perturbarse otros componenetes y, si los conmu-
tadores se utilizan como elementos de conmutacién en mallas

de conmutacibn, aparecer& ruido perturbador y diafonia.

En un conmutador C-MOS, que'consiste de 1la
combinacidén paralelo de un transistor P-MOS y un transistor
n-MOS en una pared-p sobre un substrato comin, se requiere,
duréﬁté'el funcionamiento nofmal, que la tensibn de entrada
esté en el margen entre las tensiones de alimentacién de los
dos transistores. La polarizacidn utilizada para el substrato
del transistor P-MOS es la tensidn de alimentacidn positiva,
¥y la utilizada para el substrato del transisto; N-MOS es la
tension de alimentacibén negativa, porque de otra manera, la
unidén fuente-substrato de uno de los transistores se abriria.
El comportamiento conmutador del conmutador €-MOS se hace
anormal -cuando caen una o ambas de las tensiones de alimenta-
cidn, porque entonces la unién(es) fuente-substrato ya no
estén protggidas contra su apertura. A

Ademés, el canal de un transistor se conecta
cuando el potencial negativo (N-MOS) o positivo (P-MOS) de

la entrada excede la tensidn de umbral del transistor.



10

15

20

”25

30

2.

4

El objetivo d2l presente invento es evitaﬁ
los fallos en ei.comportamiento del conmutador deBidos a
tensiones de entrada (positiva 5 negativa) exéeéivas y en
‘la ausencia de la teﬁﬁién(s) de polarizacibn.

Segln gl invento, esto se consigue por un
conmutador C-MOS cuyos'@e;minalés de drénaje yvﬁuente estén
conectados a primeros potenciales a través de diodos de pro~-
teccibn que tienen tensiones difectas menores que la tensidn
de umbral del commutador C-MOS, y cuyos terminales del sﬁbs-
trato estén conectados a segundos potenciales a través.de
una red que consiste de un diodo entre cada uno de los segundos
potenciales y los respectivos terminales del substratp y de
dos combinaciones serie que consiste cada una de un limitador
de corriente y un transistor P-MOS y shuntadora través del
diodo, con el terminal puerta del transistor conectado al
segundo potencial respectivo, ¥y su terminal de drenaje a tierra.

Esto hace posible asegurar el estado de '"desco-

nectado del conmutador afin cuando caiga la tensibén o tensiomnes

de alimentacidn.

Describiremos seguidamente el invento refirién-
donos a los dibujos que se acompafian, en los cuales,

La Figura 1 muestra una primera configuracidn
del invento, y

La Figura 2 muestra una seguﬁda configuracién
del invento.

La Figura 1 muestra un diagrama del circuito
de un conmutador C-MOS protegido segin el invgnto, que
consiste de un transistor N-MOS TN y un transistor P-MOS TP.
La entrada y salida del conmutador C-MOS estin conectadas

a través de los diodos de proteccidén D3, D4 ¥ D5, D6, respec-
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3.

tivamente, a ﬁn potencial gque es, por ejemplo, 2 voltios por
debajo de las respectivas tensiones de alimenfaciénuvss(TN)
Vdd(TP). Las tensiones de alimentacibén VSS y VDD se aplican

a los terminales del substfafo de los transistorés ™ v TP,
regpectivamente. Esto se hace por medio de una réd, que se
indica bordeada por una linea de puntos. Los diodos de pro-
teccién, cuyas tensiones directas son menores que las tensiones
de umbral de los transistores, proporcionan proteccién contra
tensiones de entrada excesivas. La red ofrece proteccibn con-
tra perturbaciones y la ausencia de la tensidén o tensiones

de alimentacidn (apertura de la unién fuente-substrato).

Asociados con el transisfor TN estin los tran-
sistores P-MOS, T1 y T2 asi como un diodo Dl; anilogamente
T4 y un diodolDz polarizado inversamente. Los transistores
TL vy T4 sirven para limitar la corriente.

Si, por ejemplo, falla la tensidn de alimenta-
cibdn VSS, se desconectari el transistor T2, y la unibn fuente-
substrato del tramsistor TN junto con el diodo D1 formarin
dos diodos espalda-con-espalda, de tal manera que no habré
caida de tensidn a través de la unidn fuente-substrato
(VSB & 0) y, consecuentemente, no puede pasar corriente por
el sﬁbstrato; de esta manera es imposible el acoplémiento
de cualquier parlsito entre varios conmutadores del.mismo
chipw

Otra configuracién de la red se muestra en
la Figura 2. La tensidén de alimentacidn VSS se aplica al
transistor N-MOS, 1IN, a través de un transist;r N-MOS, T5

Y la tensién de alimentacibén VDD se aplica al transistor

P-MOS, TP, a través de un transistor P-MOS, T6. Si, por
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ejemplo, falla la tensibén de alimentacibén VSS, se deséonecta—
r& el transistor T2. Su unidén fuente-substrato forma tambien
entonces un diodo conectado en la,misma direccién que el dio-
do formado por la unifn fuente-substrato del transistor TIN.
La caida de tensibn a través de la unidn fuente-substrato

del transistor TN depende entonces de las caracteristicas

de los dos diodos; si ambos tienen la misma caracteristica,
esta égidaude tensidn es aproximadamente VD/2. Como resultado
de la dependencia exponencial de la corriente del diodo sobre
la tensién del diodo, sin embargo, una caida de tensiéh de
VD/2 sblo causari una corriente de substrato que no tendré

efectos perturbadores.

Si se ﬁtiiiza en una matriz de conmutaciébn,
las soluciones mostradas en las Figuras 1 y 2 aseguran el
estado de "desconectado' contra las tensiones de entrada
negativas:
~ Los diodos de proteccidn impideh la conexibébn del canal, y
- La red impide la generacidn de:corriente de substrato.

Si se realiza utilizéndo la tecnologia de los circuitos in-
tegrados, esta red puede fabricarse sobre eiwmismo chip a
bajo cosfe.

El presente invento mejora asi la confiabili-
dad operacional de la matriz.

Ha de quedar entendido que la anterior descrip-
cibén de una forma determinada del invento se hace a modo de
ejemplo y no debe considerarse como limitacidm de su alcance.

El presente invento corresponde a una solicitud
de patente formulada en Alemania, el dia 1 de Octubre de 1976

sefialda con el Ne P 26 L4 401.9 y sesacoge por lo tanto, a

"los beneficios que otorgan los convenios internacionales vi-

gentes.
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Los puntos de invencidn propia y nueva que
se presentan para que sean objeto de esta patente de veinte
afios son los siguientes:

l.- Un conmutador electrbénico, caracterizado

_por un conmutador C-MOS cuyos terminales fuente.y, de drena-

je estln conectados a primeros potenciales (vss ; éV con
vs<0; VDD-2V con VDD >0) a través de diodos de proteccidén
(D3, D&4; D5, D6) que tienen tensiones directas menores que
la tensidén de umbral del conmutador C-MOS y cuyos terminales
de substrato est&n conectados a segundos potenciales (VSS,
VDD) a través de una red que comsiste de un diodo (D1l; D2)
entre cada uno de los segundos potenciales (VDbD; VSS) y los
terminales del substrato respectiveos y ae dos combinaciones
serie que consisten de un limitador de corriente (T1, Tk&)
¥ un transistor P-MOS (T2; T3) y shuntado a través del diodo
(DL; D2), con el terminal puerta del tramsistor (T2; T3)
conectado al segundo potencial respectivo (VSS; VDD), y su
.terminal de.drenaje a tierré.

2.- Un conmutadé; electrdédnico, seghn el
punto 1, caracterizado porque la red consiste de un tran-
sistor N-MOS (?5) y un transistor P-MOS (T6) cuyos canales
esténlconectadqs entre el segundo potencial respecfivo
(vss, VDD) y el termimnal del substrato asociade, y cuyos
substratos, ademés, est&n conectados al segundo potencial
respectivo.

3.~ Un conmutador electrdnico, segin los
puntos 1 y 2, caracterizado porque su utiliza;ién como ele~

mento de conmutacidn en una matriz integrada de un sistema

‘- de conmutacibén telefdnico, teniendo cada matriz una red
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asignada a la misma.

4,- Un conmutador electrdénico, segln los puntos
1 6 2, caracterizado porque, si cualquiera de los segundos
potenciales (VSS & VDD) falla, el otro potencial se desconec-

tara.

5.~ Un conmutador electrdnico.
Tal y como se ha descrito en la memoria que
antecede, representado en los dibujos que se acompafan y

a los fines especificados.

Esta memoria consta de seis hojas escritas

por una ;ola cara.
Madrid, 30 SET.1977

EUSENIO BARROSO—

"= Secretario Ooneral
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